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酸化亜鉛（ZnO）は、室温で 3.37eVのバンドギャップを有している直接遷移型の半導体で、励起子

の束縛エネルギーが 60meVと従来のワイドギャップ半導体（ZnSe:18meV, GaN:24meV）に比べて大き

く、室温で励起子発光過程を利用した高効率な紫外発光素子として期待されている。 

ZnO結晶は、六方晶系ウルツ鉱型の結晶構造を有し、その c軸には 2つの極性面（Zn面、O面）を

持つ。この極性の違いは物性に大きな影響を与える。たとえば酸やアルカリを用いたエッチングにお

いては、O極性面は容易にエッチングされるが、Zn極性面のエッチング速度は極端に遅くなる。また

真空加熱時の蒸発速度については、O 極性面より Zn 極性面の方が速く、容易に蒸発し、単結晶表面

のモフォロジーにも違いが生じる。一方、結晶成長の観点からも極性は様々な影響を与える。本講演

では、この極性の違いに焦点を当て、物性や分子線エピタキシー（MBE）法による結晶成長の違いな

どについて報告する。また発光デバイスについても最近の研究動向を報告する。 

ZnO 基板や GaN テンプレートなどの有極性基板を用いれば、ZnO 単結晶薄膜の極性制御は容易で

あるが、非極性基板であるサファイア基板を用いた場合は、通常 O極性を示す。我々はMgOバッフ

ァー層の厚みを変えることで極性制御可能であること、極性反転が MgO の結晶構造の変化に由来す

るものであることを見出した[1]。また O/Zn フラックス依存性及び成長温度依存性より、成長速度及

び成長モードの違いがあることを明らかにしてきた[2, 3]。これらは両極性面における表面ボンド配置

に起因した Znの付着係数及び表面拡散長の差により説明できる。アンドープ ZnO膜の残留キャリア

濃度としては、O極性より Zn極性の方が低いものが得られた[4]。ドーピング特性については、n型ド

ーパントであるGaはO極性の方が容易にドープ可能な傾向にあり（図 1）、p型ドーパントである N

については Zn極性の方が容易にドープ可能である（図 2）。Nドーピング方法を検討し、紫外発光ダ

イオードを試作した[5]。Zn面 ZnO基板上に形成したN-doped MgZnO/ZnO-SH構造 LEDの ELスペク

トルを図 3に示す。発光波長が 377nmの紫外発光が得られた。 

 

図 1 Ga及びNドーピング特性の極性依存性        図 2 ＥＬスペクトル 
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